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(1)位置規則性ポリ(3-ヘキシルチオフェン)

を用いたイオン液体トランジスターのチャ

ネル領域におけるキャリヤー分布のラマン

イメージング 
 位置規則性ポリ(3-ヘキシルチオフェン)
（P3HT）を半導体とし，イオン液体である

[EMIM][TFSI]をゲート材料としてイオン液

体トランジスターを作製した． 

 
図 1 (a) P3HT; (b) [EMIM][TFSI] 

ゲート電圧 VGを−1.0 V として，ドレイン電

流 IDとドレイン電圧 VDの関係を測定した

（図 2）．0 から−0.4 V に線形領域が，−0.4 
から−1.2 V に飽和領域が観測された． 

 
図 2 ID–VDの関係 

 VG = 1.0 V，VD = −0.1, −0.5, −1.0 V でチャ

ネル領域の 785 nm 励起ラマンスペクトルを

測定し，正ポーラロンを検出した．ポーラ

ロンバンドの強度（密度）を図 3 に示した．

線形領域では一様な分布が観測されたが，

飽和領域では密度分布に傾斜があることが

分かった．これらのデータはトランジスタ

ー機構の解明に役立つ． 

 
図 3 チャネル領域のラマンイメージ 

[原著論文 1] 

(2)PBTTT-C16 を用いたイオン液体トランジ

スターで生成した正ポーラロンと正バイポ

ーラロンの移動度のドーピング濃度依存性 

 共役高分子 PBTTT-C16（図 4）を半導体，

イオン液体[BMIM][TFSI]をゲートとしたイ

オン液体トランジスターを作製した． 

 
図 4 PBTTT-C16 

図 5 に，チャネル領域の 785 nm 励起ラマン

スペクトルのゲート電圧 VG 依存性を示し

た．生成したキャリヤーが正ポーラロンか，

正バイポーラロンかを決めた．また，電気

化学測定から VGにおけるドーピング濃度 n
とドーピングレベル x を決めた． 

 
図 5 ラマンスペクトルの VG依存性 

ID–VD関係を測定し，電気伝導度を求めた．

nq  の関係式に，キャリヤーの電荷 q と

密度 n を代入して，移動度を求めた． 

 
図 6 電気伝導度と移動度 

 以上の結果，正バイポーラロンが x = 7.3 
mol%/電子と低いレベルから生成し，正バ

イポーラロンの最高移動度は 0.92 cm2/Vs で
あることが分かった． 
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